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UBICACION

Dentro del contexto curricular prescripto se ubica en:

Carrera:

Plan:

Orientacion:

Area:

Nivel:

Carga Horaria Semanal:
Régimen:

Ingenieria Electronica
95AD

Industrial

Electronica

3

5 hs (catedras)

Anual

Distribucién horaria

Formacion
Tedrica Practica Total
Resolucién I
Formacion de Proyecto | Préactica de
Teoria | Practica | Laboratorio . problemas y profesional | horas
experimental c 7 .
de disefio | supervisada
Ingenieria
100 30 -- 30 - - -- 160
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OBJETIVOS

Dispositivos Electronicos, forma parte del bloque de materias llamado tecnologias
béasicas del tercer nivel del &rea de Electronica. La misma proporciona al alumno la
comprension y conocimiento de los principios fisicos y caracteristicas de funcionamiento
de los dispositivos semiconductores, al igual que sus aplicaciones en el campo de la

ingenieria.

Podemos identificar, en esta asignatura, que los contenidos abordados se
plantean con la profundidad correspondiente de un tercer nivel pero sin dejar de lado la

integracién tanto vertical como horizontal con otras asignaturas.

El contenido propio de la materia presenta puntos adecuados para realizar la
integraciéon con el resto de las asignaturas. La introducciéon al conocimiento de los
principios fisicos y caracteristicas de los distintos dispositivos permiten interrelacionarlos
con las materias del mismo nivel y superiores como : Electrénica Aplicada |, Fisica lll,
Medios de Enlace, Maquinas e Instalaciones Eléctricas, Sistemas de comunicaciones,
Electronica Aplicada Il, Tecnologia Electronica, Electronica Aplicada 1l y Electronica de
Potencia .

Esta asignatura permite al alumno integrar conocimientos adquiridos en materias
de niveles inferiores tales como Quimica General y Analisis Matematico, y utilizarlos
como herramientas para producir desarrollos técnicos importantes en otras asignaturas

del mismo nivel y de nivel superior.

El aporte de Dispositivos Electronicos al perfil del graduado se relaciona con el
comienzo de la generacion en el alumno de capacidades para integrar la informacion
proveniente de distintos campos interdisciplinarios con un objetivo comun, establecer
conocimientos soélidos sobre el funcionamiento y aplicacion de los dispositivos; ademas
de proporcionarle capacidad de innovacion, para afrontar con solvencia el planeamiento,

desarrollo, direccién y control de sistemas electrénicos.
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Eje Tematico N° 1:

Eje Tematico N° 2:

ORGANIZACION DE CONTENIDOS

Fisica del estado sélido

Contenidos Conceptuales: se desarrollan en este eje tematico los
principios fundamentales de la fisica del estado soélido que
proporcionard las herramientas y bases necesarias para abordar el
siguiente eje temético (nro. 2)

Contenidos Procedimentales: a través de un lenguaje claro y sencillo
se aborda la fisica y quimica estudiada en los afios anteriores y a
través de diagramas béasicos de la estructura cristalina se
introducen los principios fundamentales de la fisica del estado
solido.

Contenidos Actitudinales: se desea que el estudiante relacione y
aplique los conceptos adquiridos para la siguiente etapa de
aprendizaje, es decir del eje tematico nimero 2.

Fisica electrénica

Contenidos Conceptuales: se realiza la descripcion de los principios
fisicos y caracteristicas de funcionamiento de los dispositivos y sus
aplicaciones.

Contenidos Procedimentales: se analiza el funcionamiento de los
mismos mediante simulaciones y se complementa con trabajos
practicos que tienen por objetivo la identificaciébn de problemas y la
aplicacion de estructuras cientificas a casos reales. Se espera que
el alumno pueda reflejar las experiencias de laboratorio utilizando el
método cientifico.

Contenidos Actitudinales: se trata de desarrollar en el estudiante una
actitud creativa hacia la innovacion, la iniciativa propia, la bausqueda
de alternativas, la fundamentacién de soluciones y proyectos.

19



¥ Universidad Tecnolégica Nacional, Facultad Regional San Francisco

PROGRAMA ANALITICO

Eje Temético N° 1:  Fisica del estado sélido

Unidad N° 1: Fundamentos de la fisica del estado sdlido
Estructura cristalina. Ligaduras covalentes del Carbono, Silicio y Germanio.

Electrones de conducciéon y lagunas. Impurezas en el sdlido cristalino.
Impurezas donoras y aceptoras. Procesos de conduccién. Movilidad vy
Conductividad. Efecto Hall. Bandas de energia en un cristal. Bandas de energia
en el Carbono, Silicio y Germanio. Interpretacion de las bandas de energia.
Estructura de las bandas en un semiconductor extrinseco. Distribucion de los
electrones en las bandas. Probabilidad de ocupacién. Funcién distribucién de
electrones y huecos en un semiconductor. Proceso de Difusién, tiempo de vida

de los portadores y longitud de difusion.

Unidad N° 2: Fisica de las junturas p-n graduales
Juntura p-n en equilibrio, distribucion de impurezas, concentracion de

portadores, cargas, campo eléctrico, potencial y bandas de energia. Juntura p-
n fuera de equilibrio, distribuciéon de impurezas, concentracidon de portadores,
cargas, campo eléctrico, potencial y bandas de energia. Corriente de la juntura
p-n con polarizacién directa, corriente de saturacién inversa. Ecuacion del

diodo ideal. Curva caracteristica.

Eje Tematico N° 2: Fisica Electronica

Unidad N° 3: Diodos de juntura
Principio de funcionamiento del diodo. Circuito equivalente. Capacidad de

transicion y difusiébn. Comportamiento dinamico del diodo bipolar. Tiempo de
recuperacion inverso. Variaciones de la curva caracteristica con la temperatura.
Hoja de especificaciones. Datos especificos. Aplicaciones tipicas de los diodos
bipolares. Circuitos rectificadores, circuitos recortadores, cambiadores de nivel,

etc. Simulacién. Trabajos practicos con diodos.

Unidad N° 4: Transistor bipolar
Estructura del dispositivo y operacion fisica. Modos de operacion. Modelo de

Ebers — Moll. Caracteristicas corriente — voltaje. Efecto de Early. El transistor
bipolar como amplificador y como interruptor. Andlisis de los transistores
bipolares a los que se aplica solo voltaje de continua. Polarizacion en circuitos
amplificadores con BJT. Andlisis de distintos tipos de polarizacién. Operacion y
modelos a pequefia sefial. Modelo hibrido . Tipos de amplificadores con

transistores bipolares. Resumen y comparativas de los distintos tipos (emisor
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comun, colector comun, base comun). Disipacion de calor del transistor de
potencia. Analogia térmica. Disipadores. Ejemplos de aplicaciones tipicas del
transistor bipolar. Control de motor paso a paso. Simulacién. Trabajos

Practicos con transistores bipolares.

Unidad N°5: Transistores de efecto de campo
Diferencias fundamentales entre el transistor de efecto de campo (FET) y el

transistor bipolar (BJT). Principios fisicos y caracteristicas del transistor de
efecto de campo de unién (JFET). Principios fisicos y caracteristicas del
transistor de efecto de campo de compuerta aislada (MOSFET). Caracteristicas
de transferencia del JFET, MOSFET decremental y MOSFET incremental.
Hojas de especificaciones. Datos relevantes. El MOSFET como amplificador y
como interruptor. Operacion a gran sefial. Polarizacion del transistor de efecto
de campo (JFET y MOSFET). Analisis de distintos tipos de polarizacion.
Operacidon y modelos a pequefia sefial. Amplificadores MOS de una etapa
(fuente comun, compuerta comun y drenaje comun). Resumen y comparativas.

Simulacién. Trabajos Practicos con transistores de efecto de campo.

Unidad N° 6: Dispositivos multijuntura/unijuntura

Configuracion fisica del tiristor (SCR). El tiristor como elemento del circuito.
Caracteristicas de disparo y bloqueo. Limites de operacion. Aplicaciones
tipicas. Configuracion fisica del triac. El triac como elemento del circuito.
Caracteristicas de disparo y bloqueo. Limites de operaciéon. Aplicaciones
tipicas. Configuracion fisica del diac. El diac como elemento del circuito. Curva
caracteristica. Aplicaciones tipicas. Configuracion fisica del transistor unijuntura
(UJT). El unijuntura como elemento del circuito. Caracteristicas generales. Hoja
de especificaciones. Aplicaciones tipicas. Aplicaciones tipicas utilizando SCR,
TRIAC, DIAC y TRANSISTOR UNIJUNTURA. Simulacién. Trabajos practicos

con SCR y Transistores unijunturas.

Unidad N° 7: Optoelectrénica
Ventajas de la juntura As de Ga. Semiconductores ternarios/cuaternarios.

Caracteristicas eléctricas y tecnolégicas. Diodos emisores de luz. Curva
caracteristica. Caracteristicas generales. Fotodiodos y fototransistores.
Caracteristicas generales. Hoja de especificaciones. Aplicaciones tipicas.
Dispositivos LCD. Principios fisicos. Caracteristicas generales. Simulacion.

Trabajos practicos con fotodiodos y fototransistores.
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Unidad N° 8: Diodos zener, tunel, pin y schottky
Principio de funcionamiento del diodo zener. Caracteristicas. Especificaciones

generales. Aplicaciones tipicas. Principio de funcionamiento del diodo tunel.
Caracteristicas. Especificaciones generales. Aplicaciones tipicas. Principio de
funcionamiento del diodo pin. Caracteristicas. Especificaciones generales.
Aplicaciones tipicas. Principio de funcionamiento del diodo schottky.
Caracteristicas. Especificaciones generales. Aplicaciones tipicas. Simulacion.

Trabajos practicos con diodos zener.

Unidad N°9: Transistor schottky

Principio de funcionamiento del transistor schottky. Curvas caracteristicas.

Especificaciones tipicas. Aplicaciones generales del transistor schottky.

Unidad N° 10: Dispositivos por efecto cuéntico

Principio de funcionamiento del L&ser. Emision espontanea, absorcién y
emision estimulada de radiacion. Inversion de la poblacion. Cavidad resonante.
El Laser de inyeccién de Arseniuro de Galio (AsGa). Aplicaciones generales.
Impacto tecnoldgico. Tendencias en la tecnologia Laser. Transistores basados
en confinamiento cuantico (analisis de ventajas). Transistor de efecto de campo
de heteroestructura (MODFET, HEMT). Transistor bipolar de heterojuntura
(HBT). Efecto tunel resonante. Transistor basado en electrones calientes

(HET). Transistor de un anico electrén.
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CRITERIOS DE EVALUACION

Evaluacion:

Los elementos a tener en cuenta para la evaluacion de la asignatura son:
e PARCIALES
e TRABAJOS PRACTICOS DE CADA UNIDAD TEMATICA
e TRABAJO PRACTICO INTEGRADOR.

PARCIALES : se evalla el seguimiento por parte del alumno de la materia de los

contenidos conceptuales y procedimentales (el alumno en el parcial define algunos
conceptos mas relevantes y calcula bajo alguna condicién dada por el docente
parametros del circuito planteado) a través de dos parciales durante el afio. El primer
parcial involucra desde la Unidad | a la Unidad IV, mientras que el segundo parcial de la
Unidad V a la Unidad X.

TRABAJOS PRACTICOS DE CADA UNIDAD TEMATICA : a través de estos

trabajos el docente se asegura que el alumno logré vincular los conceptos teoéricos

enmarcados en una realidad practica.

TRABAJO PRACTICO INTEGRADOR : a través de este trabajo se evalla la

capacidad del alumno para integrar los conceptos aprendidos durante todo el transcurso

de la asignatura.

CRITERIO DE EVALUACION :

PARCIALES . En los examenes parciales se evalla :
¢ Nivel de Informacion (Cantidad y calidad).
¢ Nivel de elaboracién de informacion.
e Actitud ingenieril para el tratamiento de los problemas.

e Originalidad del andlisis propuesto.
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TRABAJOS PRACTICOS. En los trabajos précticos se evalla:

e Concrecion del analisis, comparacion y sintesis de resultado obtenidos del trabajo
de laboratorio.

e Capacidad de trabajo en equipo.

e Utilizacion del método cientifico.

e Presentacion.

CONDICIONES DE REGULARIZACION

e Es necesario aprobar los dos exdmenes parciales. La nota minima de aprobacion

es 4 (cuatro) y solo se permite recuperar uno de ellos.
o El alumno debera tener aprobado al menos el 80 % de los trabajos practicos de
cada unidad tematica.

e Es necesario tener aprobado el trabajo practico integrador.

Cabe aclarar que no existe la condicion de PROMOCION DIRECTA.

Autoevaluacion:

Sera realizada utilizando el instrumento elaborado desde Secretaria Académica y
aprobado por Consejo Académico.
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PLAN DE TRABAJO

Eje tematico N° 1. Fundamentos de la fisica del estado solido

; . . Nivel de e o
Semana Contenidos Metodologia | Evaluacion : Bibliografia
Profundidad
. . L En parcial nro.
1-3 Unidad | (Fuggtaarggr;téolfdg()e la fisica del Exp(;zlle(s)grdel 1(escrito). Conceptual. ARGUELLO-ALBELLA-
P VINAS PRAT
Unidad Il (Fisica de las junturas p-n Exposicion del En parcial nro. .
4-6 graduales) p rofesor 1(escrito). Conceptual ALBELLA-VINAS PRAT-
P ALBELLA
Eje tematico N° 2: Fisica Electronica
. . e Nivel de - o
Semana Contenidos Metodologia | Evaluacion X Bibliografia
Profundidad
Unidad Il (Diodos de juntura) Conceptual y VINAS PRAT-SEDRA-
Exposicion del préctico. BOYLESTAD-ALBELLA-
P En parcial nro. ZBAR
profe_sor y 1 (escrito) y
7-8 practicas en entrega de
laboratorio :
trabajos
préacticos de la
unidad.
Exposicion del Er(]e[;?::‘i:tlc?)l ;ro. ~
i . . . profesor y VINAS PRAT-SEDRA-
9-12 Unidad IV (Transistor bipolar) practicas en entrega de anc_eptual y BOYLESTAD-ALBELLA-
' trabajos préactico
laboratorio P ZBAR
practicos de la
unidad.
Exposicion del | En parcial nro. | S0ncepwal y SEDRA-BOYLESTAD-
14-17 Unidad V (Transistor de efecto de F?‘ par " | practico. ALBELLA-ZBAR
campo) profesor y 2 (escrito) y
préacticas en entrega de
laboratorio trabajos

practico de la
unidad.
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Eje teméatico N° 2: Fisica Electronica

: . L Nivel de . .
Semana Contenidos Metodologia | Evaluacion : Bibliografia
Profundidad
En parcial nro.
Exposicion del 2 (escrito) y
Unidad VI (Dispositivos profesor y entrega de Conceptual y
18-20 - " o trabajos préactico. BOYLESTAD-ZBAR
Multijunturas/Unijunturas) practicas en P
} practicos de la
laboratorio ;
unidad.
En parcial nro.
2 (escrito) y
Exposicion del | entrega de
Unidad VII (Optoelectrénica) prgfe_sor y tra,balos anc_eptual y ARGUELLO-BOYLESTAD-
21-22 practicas en practicos de la | practico
; ; ZBAR
laboratorio unidad.
En parcial nro.
Exposicién del | 2 (escrito) y
2304 Unidad VIII (Diodo zener, tunel, piny pr(?fe_sor y entrega de anc_eptual y BOYLESTAD-ZBAR
shockity) practica en trabajos practico.
laboratorio. practicos de la
unidad.
En parcial nro.
2 (escrito) y
S entrega de
25-26 Unidad IX (Transistor shottky) Exposicion del trabajos Conceptual SEDRA
profesor P
practicos de la
unidad.
27-28 Unidad X (Dispositivos por efecto Exposicion del | En parcial nro. Conceptual ALBELLA

cuantico)

profesor

2 (escrito)

Las semanas 13y 29 son utilizadas en el parcial nro. 1 y parcial nro. 2 respectivamente.
Por otra parte las semanas 30,31 y 32 son utilizadas para el trabajo practico integrador
de la materia.
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ESTRATEGIA METODOLOGICA

CLASES EN EL AULA: exposiciones de los temas por parte del docente

fomentando la interacciobn con los alumnos a partir de diferentes ejemplificaciones.
Presentacion de diversos principios y desarrollos teéricos a partir de discusiones
grupales. Resolucion de ejercicios de aplicacion y disefios tipicos a través del uso de
herramientas tedricas brindadas durante la clase.

CLASES EN EL LABORATORIO: las clases desarrolladas en el laboratorio se

pueden dividir en dos etapas: la etapa de simulacién y la etapa de implementacion. A

pesar de estar muy relacionadas entre si, se realiza en primer lugar la simulacion de los
ejercicios de aplicacion para corroborar los resultados obtenidos durante los desarrollos
tedricos aprendidos, creando en el alumno una actividad autogestionaria y de esta
manera introducirlos en los procesos caracteristicos de la profesion utilizando
herramientas informaticas. La etapa de implementacion es la etapa donde se construye lo
simulado permitiendo al alumno plasmar los conceptos, representaciones vy
conocimientos que el mismo ha construido en el transcurso de sus experiencias previas y
a través de la misma generarle nuevos interrogantes. Cada Unidad Tematica posee
trabajos practicos de laboratorios (se requiere simularlos e implementarlos) en funcién de

los temas abordados en las mismas.

Cabe aclarar que la simulacion se realiza con software Electronics workbench

multisim versién educativa.

TRABAJO PRACTICO INTEGRADOR: se realiza un trabajo practico

integrador para que el alumno pueda integrar y relacionar los temas abordados en todo

el recorrido de la asignatura. Para esto se plantea un objetivo (por ej. El disefio de un
circuito que controle la potencia entregada a una carga resistiva de 100 W con un angulo
de retardo de disparo entre 20 y 160°) y se le pide al alumno el disefio, calculo,
simulacién e implementacién del circuito (brindandole todo el apoyo necesario para tal
fin).

Para cada Unidad Tematica y para el Trabajo Practico Integrador el alumno

debera presentar los informes de los trabajos realizados en laboratorio efectuando una

27



¥ Universidad Tecnolégica Nacional, Facultad Regional San Francisco

sintesis e integracion del trabajo realizado, tendiendo en cuenta la utilizacion de método

cientifico.

Se realiza conformando grupos de tres integrantes como maximo. Se solicita que
cada grupo esté integrado por alumnos con formacion técnica y no-técnica como

estrategia de nivelacion y de intercambio de experiencias.
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ARTICULACION

Articulacién con el Area:

Asignatura Carga Horaria | Porcentaje
Dispositivos Electronicos 160 11,9
Electrénica Aplicada | 160 11,9
Maquinas e instalaciones eléctricas 128 9,53
Electrénica aplicada Il 160 11,9
Medidas Electronicas 160 11,9
Electronica aplicada Il 160 11,9
Tecnologia electronica 160 11,9
Electronica de potencia 128 9,53
Proyecto final 128 9,53

30




¥ Universidad Tecnolégica Nacional, Facultad Regional San Francisco

Temas relacionados con materias del area:

Electrénica aplicada |

Tema relacionado

Transistor bipolar con
sefales débiles y fuertes

Andlisis del transistor bipolar como amplificador y
como conmutador.

Medidas Electronicas |

Tema relacionado

Medicion de tension,
corriente y potencia.
Instrumentos analdgicos y
digitales utilizados.

En los practicos desarrollados como complemento
de la teoria de cada unidad, se utilizan diferentes
instrumentos de medicion como voltimetros,
amperimetros y osciloscopios.

Maquinas e
instalaciones eléctricas

Tema relacionado

Maquinas de corriente
continua, corriente
alterna, motores paso a
paso.

En las diferentes aplicaciones de los dispositivos
se presenta el ejemplo de un control de potencia
de un motor de corriente continuay de un motor
de corriente alterna. También el control de un
motor paso a paso.

Electrénica aplicada |l

Tema relacionado

Respuesta en frecuencia
de amplificadores.

Conocimientos béasicos sobre diferentes
configuraciones y clases de amplificadores.

Medidas electrdnicas Il

Tema relacionado

Osciloscopios digitales

En los préacticos de control de potencia se le
muestra al alumno la ventaja de capturar la
medicidn con este tipo de instrumentos.

Electrénica aplicada lll

Tema relacionado

Moduladores,
mezcladores, receptores
de AMy FM.

Conocimientos de los diferentes dispositivos para
luego entender los moduladores y mezcladores.

Tecnologia Electronica

Tema relacionado

Normas, especificaciones,
fallas, confiabilidad.

En el andlisis de los diferentes dispositivos se
analizan las especificaciones de los mismos y se
ensefa a los alumnos la importancia de estos en el
disefio de circuitos (su relacién con la temperatura
de trabajo por ejemplo, etc.)

Electrénica de potencia

Tema relacionado

Control de velocidad de
motores de CC, de
motores de AC.
Troceadores con tiristores
y transistores.

Aprendizaje del funcionamiento del SCR,
funcionamiento del transistor y estudio de circuitos
de control de potencia de motores de CC y AC.
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Proyecto final

Tema relacionado

Desarrollo de ingenieria
(disefio)

Aporta los conocimientos basicos para permitirle al
estudiante desenvolverse en el disefio del circuito
elegido como trabajo final de carrera (al menos el
disefio de la porcidn analdgica o de potencia).
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Articulacién con el Nivel:

Asignatura Carga Horaria | Porcentaje
Dispositivos Electronicos 160 15,2
Teoria de circuitos | 192 18,2
Fisica lll 160 15,2
Electrénica aplicada | 160 15,2
Medios de enlace 128 12,1
Inglés 64 6,0
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Temas relacionados con materias del nivel:

Técnicas digitales |

Tema relacionado

Subfamilias TTL (LTTL,
LSTTL, STTL, STTL,
ALSTTL, ASTTL, FTTL).

Conocimientos fisicos y principio de
funcionamiento del transistor schottky muy
utilizando en algunas subfamilias digitales.

Fisica lll

Tema relacionado

Fotones, electrones y
atomos. La naturaleza
ondulatoria de las
particulas. Mecanica
cuantica. Estructura
atomica.

Conocimientos fisicos para ser utilizados en la
unidad 11 de Fisica lll en la unidad Moléculas y
materia condensada (Bandas de energia, fisica del
semiconductor).

Electronica aplicada |

Tema relacionado

Transistor bipolar con
sefales fuertes. Transistor
bipolar con sefales
débiles. Transistor
unipolar con sefiales
débiles y fuertes.

Fisica de las junturas. Diodos de Juntura. Fisica
del transistor bipolar. Fisica del transistor de efecto
de campo. Andlisis del transistor bipolar como
amplificador y como conmutador.

Medios de enlace

Tema relacionado

Enlace con fibras 6pticas.
Transmision por fibras
Opticas.

Conocimientos fisicos sobre dispositivos por
efecto cuantico como el diodo laser seguramente
como vinculo de un enlace de comunicaciones con
fibra 6ptica (Unidad 14 de Medios de Enlace).

Inglés

Tema relacionado

Traduccién de textos
técnicos

Entender las especificaciones de los diferentes
dispositivos normalmente desarrolladas en Inglés.
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Articulacion con las correlativas:

. Para cursar Para rendir
Asignatura
9 Cursada Aprobada Aprobada
DI " Informatica | Informatica |
ispositivos s e -
Electrénicos AnaI|S|§ . Anal|§|s Matematico |
Matematico | Quimica General
Quimica
General
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Temas relacionados con las correlativas:

Informética |

Tema relacionado

Habilidad para la
presentacion de informes.
Utilizacién de programas
informéticos.

Presentacion de informes de practicos y
simulaciones de los circuitos en la PC.

Analisis matematico

Tema relacionado

Funciones.

Analisis de curvas caracteristicas de los distintos
dispositivos. Limites de utilizacion.

Quimica general

Tema relacionado

Estructura de la materia.
Fuerzas intermoleculares.

Le brinda los conocimientos basicos para
introducirse en la fisica del estado solido.
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ORIENTACION

Del Area:

La orientacidon de las asignaturas del area electronica de la especialidad trata
de desarrollar alumno en comprender los principios de funcionamiento de los
componentes electrénicos, como asi también la operacion de los bloques
constitutivos de los circuitos. Analizar el comportamiento de los sistemas y
circuitos ante diversas excitaciones y adquirir la capacidad para el disefio de
equipos electrénicos analdgicos lineales como incorporar en todos estos
aspectos la utilizacion de herramientas informaticas como soporte. Dichas
competencias brindan fundamentos tedricos adecuados para manejar con
facilidad y seguridad distintas tecnologias en la industria propia de nuestra

region en la que se inserta nuestra facultad.

De la Asignatura:

El aporte de Dispositivos Electronicos al perfil del graduado se relaciona con
el comienzo de la generacion en el alumno de capacidades para integrar la
informacion proveniente de distintos campos interdisciplinarios con un objetivo
comun, establecer conocimientos solidos sobre el funcionamiento y aplicacion
de los dispositivos; ademas de proporcionarle capacidad de innovacion, para
afrontar con solvencia el planeamiento, desarrollo, direccién y control de

sistemas electrénicos.
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